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HuaGuan Semiconductor T LO 74
B4 (Veo=215, Tamp=25C #55KE R BIM5AE)
- NE
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Min Typ Max
Vio BB & Vo=0V 3 10 mV
lio BANLFER Vo=0V 1.5 nA
lib MANRERR Vo=0V 2.5 nA
Vicr BINTHERE -12 +11 15 Vv
RL =10 kQ +11 +13.5
& I
Vom Bt FB IR RL 2 2 kQ +10 | 125 v
AVD KIESHBEET RL=22kQ, VO=+10V 80 95 dB
B1 ey o) 3 MHz
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HuaGuan Semiconductor
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Dimensions In Millimeters(DIP-14)
Symbol: A B D D1 E L L1 a c d
Min: 6.10 18.94 8.10 7.42 3.10 0.50 3.00 1.50 0.40
2.54 BSC
Max: 6.68 19.56 10.9 7.82 3.55 0.70 3.60 1.55 0.50
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Dimensions In Millimeters(SOP-14)
Symbol: A A1 B C C1 D Q a b
Min: 1.35 0.05 8.55 5.80 3.80 0.40 0° 0.35
1.27 BSC
Max: 1.55 0.20 8.75 6.20 4.00 0.80 8° 0.45
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Dimensions In Millimeters(TSSOP-14)
Symbol: A A1 B C C1 D Q a b
Min: 0.85 0.05 4.90 6.20 4.30 0.40 0° 0.20

0.65BSC

Max: 0.95 0.20 5.10 6.60 4.50 0.80 8° 0.25
http://www.hgsemi.com.cn 719 2018 AUG



http://www.hgsemi.com.cn/

[ HGSEMi

HuaGuan Semiconductor

TLO74

BITHse

HHA (EZOSES DY
2018-8-9 ELT 1-9
2023-9-14 B, EFSIMEERE. B DIP-14 RY . IEIIMRSEH0ERE 1. 3.6
http://www.hgsemi.com.cn 8/9 2018 AUG



http://www.hgsemi.com.cn/

.®
nesEm TLO74

EEF:

LB SRRERE BN E NPT miiksS. SPETERMRBRRRIEXES, AR IXEEERERMETEN, LBESHXY
BN L SIS BN CIES R RS =N

B E AR ST R T RGN SIS B R DT RetnEF S RIZ 218, SERTAEIUTEEET: SRSz
BENEBHESATm, Rit. BIEFFXEONR; BREONAFHEEMTEUR T UEMTS, ZRRFEMENR. LBREEXNRTESE
ABhESMrFRKBIRAIARE,

LB SR RBAIKGERIT. B, MEMARSWINAZIF, SRS TR REX LN REAIIER, EERDBHZ
Fr RSB EBPFER—NERAISRE. IRKRERSGBTRIE, SEEHFSHTXR, ERIAEUSINGEEEEF SAERKEMIBES
=

LB HSARPTEFHSEF RIERRMERARTI T RIEHIE (BEMER) . WItRR (BFESFRit) | LAsEMRIFEN. WETA.
ZEEEMEMER, MRULRKERIEE ML EHIRRSERIER, WTAEMREERARNERRRT B+ SANRERIDCTER,
PRI S T ERN,

TR SRRIREER, BENENAERERRA TR AR ER TR MR A, SRR E RS+ SEIMR e @S =750
IRFY, PEMRXERRETEMERNSER, SN ERERERFRIFERTYEEESAREAERBERNETURE. IRE. A, REM
255, ERFSEIILA RS,

http://www.hgsemi.com.cn 9/9 2018 AUG


http://www.hgsemi.com.cn/

	通用 J-FET 输入运算放大器
	主要特点
	产品订购信息
	概述
	引脚图排列图

	内部框图（每路运放）
	极限参数
	应用电路图典型（其中一路运算放大器）
	修订历史
	重要声明：
	华冠半导体保留未经通知更改所提供的产品和服务。客户在订货前应获取最新的相关信息，并核实这些信息是否最
	客户在使用华冠半导体产品进行系统设计和整机制造时有责任遵守安全标准并采取安全措施。您将自行承担以下全
	华冠半导体产品未获得生命支持、军事、航空航天等领域应用之许可，华冠半导体将不承担产品在这些领域应用造
	华冠半导体所生产半导体产品的性能提供技术和可靠性数据（包括数据表）、设计资源（包括参考设计）、应用或
	华冠半导体的文档资料，授权您仅可将这些资源用于研发本资料所述的产品的应用。您无权使用任何其他华冠半导



